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摘要(译)

本发明公开空穴传输层与QLED及制备方法、发光模组与显示装置，方法
包括步骤：首先制备表面包覆有亲油性有机配体的FeS2纳米颗粒溶液；
然后将所制得的FeS2纳米颗粒溶液沉积在PEDOT:PSS空穴注入层上，
得到空穴传输层。本发明采用表面包覆有亲油性有机配体的FeS2作为空
穴传输层，沉积在PEDOT:PSS空穴注入层上。一方面防止PEDOT:PSS
空穴注入层吸潮对各功能层造成破坏，提高QLED器件稳定性和使用寿
命；另一方面，使空穴传输层与空穴注入层及量子点之间的能带更加匹
配，降低空穴注入和传输势垒，提高QLED器件的发光效率。
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